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Ⅰ　 研究の成果　　(1000字程度)
(図表 も含 めて分か りやす く記入 の こ と)
　我 々 が 開 発 し た 低 配 位 型 パ ラ ジ ウ ム 錯 体tBu3P Pd (Me)Cl (1)をNaBAr4
(Ar＝3,5-(CF3)2C6H3)存在下、極性官能基 であ るメ トキシカル ボニル基 を有す るノル ボル ネ
ンとノルボル ネンの共重合 に用い ると、高分子量、狭 い分子 量分布、高い官能基導入 率を
両立 した共重合体が得 られ ることが判 っている。そ こで1の 重合触媒 としての さらな る応
用 を検討 した。す なわち、1を用いてフ ッ化スル ホニル基 を有す る新規 ノル ボル ネンモ ノマ
ー2(Figure 1)の単独重合お よび2と ノル ボルネ ンの共重合 を試
みた。 フッ化 スルホニル基 を有す るポ リノル ボルネ ンは燃 料電池
な どに用 い られ る高分子電解 質膜 としての応用 が期待 され る。
NaBAr4存在下、錯体1は モ ノマー2の単独重合反応 に活性 を示 し、
Figure 1.•@Structure of monomer 2
他 のノル ボルネ ン誘導体の重合に活性 な既知の錯体3-5を 用いた場合 よ りも高活性 で あっ
た(Table 1)。今後、錯体1が 高活性 を示す理 由を明 らか に してい く予定であ る。
Table 1.•@Polymerization of 2
　続いて1／NaBAr4を用 いて2と ノルボルネ ンの共重合 を検討 した。2は ノル ボルネ ンよ
りも重合速度が遅 いため、共重合反応では ノル ボルネ ンの方 が優先 して反応す る ことが予
想 された。実際、共重合体は得 られ るものの、共重合体 にお ける2の 導入率 は低か った。
そこで、反応 系中のノルボルネ ンの濃度を低 く抑 える反応条件 を用い た ところ共重合 体 中
の2の 導入率 を向上 させ ることに成功 した。 また、得 られ た共重合体 は高い分 子量 と狭い
分子量分布 を有 していた(Scheme 1)。この結果は、 リン配位 子がパ ラジ ウムに結合す るこ
とに よって錯 体が安定化 され てお り、反応 中に触媒が失活 しないた めだ と考 えてい る。
Scheme 1.•@Copolymerization of norbomene and norbomene derivatives with sulfonyl fluoride groups


